CONCLUSIONES.

Se pudo obtener los parametros del modelo de circuito equivalente de pequefa-sefial con las
técnicas presentadas en el Capitulo 2, que permitieron caracterizar a los FINFETs en un amplio
rango de frecuencias.

Ademas, se logré analizar la dependencia de los parametros del modelo de circuito equivalente de
pequefna-sefial con la geometria de los FiNFETs (longitud de canal), que permiti6 observar de
forma mas profunda el comportamiento dinamico de los transistores. Se identificaron los elementos
més importantes que degradan la operacion de los transistores en alta frecuencia y se destaco la
importancia de las tecnologias de transistores de multiples compuertas para controlar los efectos
de canal corto.

Como se pudo ver en este trabajo, la obtencién del modelo de circuito equivalente de pequefia-
sefal de los transistores FINFET es muy simple, pero los retos de estos transistores se enfocan en
los fendbmenos no deseados que afectan el funcionamiento del transistor: las capacitancias y
resistencias parasitas que degradan la frecuencia de operacion del transistor, asi como los efectos
de canal corto.

Otro aspecto importante al tratar con estos transistores son las técnicas de caracterizacion, que
deben proporcionar elementos precisos y confiables, a fin de dar al ingeniero una herramienta
clave en el disefio de circuitos analdgicos asi como digitales, para que puedan aprovecharse las
nuevas tecnologias de transistores en telecomunicaciones.

Los resultados obtenidos muestran que los transistores MOS de silicio alin siguen desarrollandose
de manera efectiva, logrando trabajar con ellos en frecuencias cada vez mayores. De esta manera,
los esfuerzos de investigacion se han enfocado en arquitecturas de transistores que permiten
aumentar la frecuencia de operacién manteniendo inalteradas las caracteristicas de salida. El
FINFET que se ha presentado es uno de los candidatos mas prometedores para el disefio de
circuitos analogicos y digitales que ofrece alto grado de integracion, debido al buen control de los
SCE, sin embargo, todavia se debe trabajar en mejorar su frecuencia de operacion.

Para finalizar, ain se deben investigar los métodos de extraccion de los parametros del modelo de
circuito equivalente de pequefia-sefial, ya que pocas investigaciones se han enfocado en la
caracterizacion y modelado de los nuevos transistores que sirven para disefar los circuitos.
Ademas, las técnicas de caracterizacion podrian ayudar a evaluar las limitaciones de las nuevas
tecnologias para que en un futuro puedan optimizarse.
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